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3  电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下) 

3.1  极限值 
除非另有规定，Tamb= 25℃ 

参 数 名 称 符号 额定值 单位 备注 

峰值反向电压 VRM 300 V 推荐封装形式：TO-3P 

推荐成品型号：          

MUR6030PT  

MUR3030 

正向电流 IF(AV) 30（单胞） A 

结温 Tj 150 ℃ 

贮存温度 Tstg -40～150 ℃ 

3.2  电参数   
除非另有规定，Tamb= 25℃ 

参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 
规 范 值 

单位 
最小 典型 最大 

击穿电压 VBR IR=100μA 300 350 － V 

反向电流 IR VR=300V － 0.03 1 μA 

正向电压 VF IF=30A － 1.05 1.3 V 

反向恢复时间 trr IF=0.5A, IR=1.0A,irr＝0.25A － 32 50 ns 

总电容 Ctot VR=0V，f=1MHz － 710 － pF 

 

3.3  典型特性曲线 
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